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および (10n)面 (¢- Oo)においてエネルギーギャップが発生する｡

ギャップの発生する電子濃度 (Ns｡)とギャップの大きさ(AEo)を,T-4･2oK～ loK,磁

場 0-2Tのあいだの電気伝導および磁気抵抗の測定によって求め,次の事を調べた｡

(i)Ns｡とAE.の 0および¢依存性

(ii)AE.の面内圧縮応力依存性

(iii)AE.の試料作成条件依存性

(iv) シュブニコフ ドハース効果のβおよび¢依存性

その結果,次の結論を得た｡

(i)Ns｡-三(
2打α

5.43(A)sine) 但し α- 0.･.ag

AE./Ns｡は sinOの1次関数である｡

¢-Ooでは AE.-oまたは存在しても非常に小さい｡

(ii)AE./Nsは応力の1次関数である｡

(iii)AE｡の作成条件依存性は応力によって説明できるo

(iv) (10n)面のシュブニコフ ドハース振動の位相は電流の流す方向によって異なる｡

このことから,ギャップを形成するには谷間散乱が重要であると結論できる｡

8.スペックル写真の自動解析に関する研究

水 野 真 一

スペックル写真法はレーザー光の高い可干渉性によって生ずるスペックルの移動を写実的に

検出して粗面の変位や変形を測定する方法で,拡散面に完全に非接触かつ簡単な光学系で高感

度の測定ができることが特徴である｡スペックル写真法では粗面の変位 ･変形前後のスペック

ル模様を2重露光 したネガ(スペックルグラム )をレザービームで照射 して生ずるヤング縞の

空間周波数 と方向からスペックル移動の大きさと方向が得 られ,それ らより変位 ･変形の値や

方向が求まる｡ ヤング縞は自動読み取 りに適 したパターンであり,その空間周波数 と方向を高

精度に自動測定することは実用的にも重要である｡本研究はこの目的のために開発されたスペ

ックルグラムの自動解析装置を完全に動かし,特にヤング縞の自動読み取 りの手法を確立する

ために行なった｡自動解析装置はマイコンで制御され,可動鏡によりスペックルグラムの任意

位置をレーザービームで走査 し,生ずるヤング縞を1次元イメージ ･センサーで受けてその空
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間周波数を測定することができる｡縞の方向はプリズムにより縞を回転させて検出した｡ヤン

グ縞の最適な読み取 り法を見出し,それによる結果をもとに面内変位や歪,慎きの測定におけ

る精度や限界を定量的に明らかにした｡

9. 融液成長における有効分配係数について

村 井 良 江

融液成長における不純物原子の取 り込みの問題は,固液界面から十分遠方での不純物濃度C∞

と固相に取 り込まれる不純物濃度 cs の比で定義される有効分配係数 k｡ffを考察することに

よって説明される｡有限速度 Fで成長 している場合, k｡ffは,(i)融液相における不純物の拡

数過程,および(ii)移動界面における不純物の取 り込み過程,の2つの事情を通じて,V依存を

もつと考えられる｡

これまで,一方向凝固といった1次元成長に関して払 界面での局所分配係数 kl｡Cは平衡値

k｡に等しいとして･拡散効果のみを考慮して, k｡ffのV依存を考察したBPS理論がある｡

ここでは,過冷却融液中に発生する孤立した球状固体の3次元成長について,不純物の取 り込

みを扱 う｡まず,拡散効果のみを考慮 し,濃度場と温度場との consistencyをとる方法によ

って･k｡ffを決定した｡この場合･界面から十分遠方での温度 Tw ,および不純物濃度 C∞ を

一定とする条件下で起こる成長は:･固有のパラメータ1で記述され,k｡ffもAで表わされる｡

その際,球の成長に伴い界面移動速度は減少するが,界面で k･1｡C-koが保証される限り･ i

は一定となり,成長の全過程を通じて k｡ffも一定となる(PartI)･次に,移動界面での取

り込み効果を考慮し,kl｡C≠ koとなる場合について,kl｡Cおよび keffを考察した結果,比較

的成長速度の速い,成長初期の段階においてtも k.oc> koの成長が起こるが,球の成長と共

に速度が減少すると,kl｡Cは減少して平衡値 k.に漸近 し,それにつれて)も一定となり,keff

一定の成長に収欽することがわかる (PartII)｡従 って,ある程度の大きさに達した結晶 (球

の半径R2 10-5cm)については,それ以後の成長過程において,界面での取 り込み効果は十

分小さいとみなせ, Partlでの議論によって十分説明できることになる｡

要約すれば,BPS理論とここでの取 り扱いにおけるkeffの定まり方の違いは,次元の違い

によるものではなく,全成長過程を通じて,界面の移動速度 Vを一定にしたか,あるいは,十

分遠方でのTcx,ならびに C∞ を一定にしたか,といった実験条件あるいは成長条件の差異によ

るものであると結論される｡
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